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Золь-гель методом синтезированы пленки титаната бария при температурах термообработки 450 и 750 °С. Сформированы 
структуры на подложках КДБ-20, представляющие собой трехслойные пленки титаната бария и титаната бария, легированного 
эрбием, с верхними контактными площадками из никеля. Получены вольт-амперные характеристики в условиях освещения и в 
темновом режиме.  

Оксидные соединения со структурой перовскита, к которым принадлежит титанат бария, 
широко используются в областях нелинейной оптики, пироэлектрических детекторов, 
электрооптических модуляторов, тонкопленочных конденсаторов и оптических запоминающих 
устройств [1, 2]. Поликристаллические пленки перовскитов титаната стронция и титаната бария 
вызывают растущий интерес в материаловедении и электронной технике благодаря высокому 
значению диэлектрической проницаемости и зависимости электрофизических свойств от 
электрического поля. 

Свойства структур на основе титаната бария зависят от способа и условий его синтеза. Пленки 
титаната бария формируют лазерной абляцией и ионно-лучевым испарением [3, 4], а также золь-гель 
методом [5]. Представляет интерес фоточувствительность пленочных структур титанат 
бария/кремний [6]. Легирование титаната бария лантаноидами может изменить спектральную 
чувствительность структуры. 

В данной работе представлены измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) структур с 
пленками титаната бария, полученных золь-гель методом. Исследовались как нелегированные 
пленки, так и легированные эрбием пленки с освещением и без освещения. 

Для получения пленок титаната бария использовался золь на основе тетраизопропоксида 
титана и ацетата бария, которые последовательно растворяли в смеси уксусной кислоты и 
ацетилацетона, массовая концентрация для золей составляла 60 мг/мл. Для пленок титаната бария с 
эрбием в исходный золь был добавлен нитрат эрбия в количестве, необходимом для итогового 
содержания эрбия в пленке 1 ат. %. Полученные золи методом центрифугирования со скоростью 
2700 об/мин наносились на подложки из кремния марки КДБ-20. После нанесения каждого слоя 
проводилась сушка в течение 10 мин при 200 °С и последующий отжиг в течение 30 мин при 450 °С 
или 60 мин при 750 °С. Были изготовлены образцы с трехслойными пленками титаната бария. На 
пленку титаната бария наносились контактные площадки из никеля со стороной 0,8 мм, а также 
электрод большой площади, обеспечивающий омический контакт. Также для сравнения был 
изготовлен образец, где контактные площадки были нанесены на саму кремниевую подложку. 

Вольт-амперные  характеристики  (ВАХ)  структур  регистрировались  при  комнатной 
температуре  в  интервале  напряжений  U = ±10  В  от  стабилизированного  источника  питания ТЕС-
23.  Напряжение  и  ток  измерялись  электронным  цифровым  вольтметром  В7-23  и  амперметром  
В7-27А. Исследовались  темновые  ВАХ,  а  затем  при  освещении  «белым»  светом  с  
интенсивностью 57 мВт/см

2
.  Структуры  освещались  со  стороны  пленки  титаната бария.  В  

качестве источника  освещения  использована  галогенная  лампа  КГМ  с  цветовой  температурой 
вольфрамовой  нити  накаливания  2850 °С.  

Полученные пленки титана бария различаются по своему кристаллическому строению. Пленки, 
отожженные при 450 °С, являются рентгеноаморфными. Пленки, отоженные при 750 °С, как 
показывают рефлексы на дифрактограммах, имеют поликристаллическое строение. Согласно 
эллипсометрическим измерениям, толщина трехслойной пленки титаната бария при отжиге 450 °С 
составила 220 нм, толщина пленки, отожженной при 750 °С составила 175 нм. Толщины трехслойных 
пленок титаната бария, легированного эрбием, при 450 °С составили 197 нм, при 750 °С - 173 нм. 

 На рисунке 1 представлены ВАХ полученных структур, где кривая 1 соответствует измерениям 
с освещением, кривая 2 - измерениям без освещения. Согласно полученным данным, фототок на 
прямой ветви ВАХ структур с пленками титаната бария уменьшается по сравнению с ВАХ подложки 
КДБ-20 без пленки (рисунок 1,г). На обратной ветви в структурах появляется фототок, отличный от 
нуля. В случае с аморфной трехслойной пленкой (рисунок 1,а) фототок выходит на насыщение при -
2,5 В и равен -15 мкА. Ток при отсутствии освещения отсутствует.  

В структурах с пленками, легированными эрбием, при температуре термообработки 450 °С 
максимальный ток обратной ветви равен -20 мкА (рисунок 1,б). После отжига при температуре 750 °С 
ток обратной ветви повышается в два раза до -41 мкА и выходит на насыщение при -1,5 В (рисунок 
1,в).  
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Рисунок 1 – Вольт-амперная характеристика: а – трехслойной пленки титаната бария при отжиге 450 °С; б 

– трехслойной пленки титаната бария, легированного эрбием,  при отжиге 450 °С; в – трехслойной пленки 
титаната бария, легированного эрбием, при отжиге 750 °С; г – кремниевой подложки КДБ-20. 

Получены структуры кремний / титанат бария / никель, которые пригодны для измерения 
электрофизических характеристик.  Показано, что полученные структуры с пленками титаната бария 
демонстрируют фототок при прямом и обратном смещении.  

Термообработка пленок титаната бария легированного эрбием при 750 °С увеличивает ток на 
обратной ветви вольт-амперной характеристики  при освещении структуры в два раза. 
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